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摘要(译)

本发明提供一种像素结构，包括：一第一次像素列，包括多个次像素，
电性连接于一第一扫描线；以及一第二次像素列，包括多个次像素，其
中该第一扫描线通过该第二次像素列的所述次像素中的一区域。本发明
利用相邻次像素的错位排列使例如第一次像素列的扫描线得以埋藏于例
如第二次像素列中对应至液晶暗纹的区域，此作法即是将不透光的金属
走线与液晶效率差的液晶暗纹作结合，而达到最大化穿透率的目的，同
时，因例如第二次像素列的像素电极所跨过的走线为例如第一次像素列
的扫描线，因此，电容耦合效应不会增加，明显降低了现有技术为使穿
透率最大化而伴随产生的副作用。
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